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はじめに 

近年のデータ通信量増大に対応するべく、デー
タセンターの規模を拡大した場合、冷却コストが
非常に大きくなる問題がより顕著になる.そこで，
電気配線部分を光配線にすることで，低消費電力
で発熱を抑え、且つ高速大容量通信を可能にさせ
る光インターコネクションの実現が求められてい
る．現在そのアプローチとして Si基板上への InP

系光デバイスの集積が盛んに研究されている．そ
れに対し我々は薄膜 InP を Si プラットフォーム上
に貼り合せた InP/Si 基板を作製し，この基板上に
MOVPE法を用いることで光デバイスの作製及び
集積する手法を提案してきた[1,2]．今回，InP/Si

基板上において，波長 1.5m 帯での発振を狙った
GaInAsP-InP ダブルヘテロレーザの集積を行い，
さらに閾値電流値の低減を狙いハイメサ構造の作
製を行い，電流注入による室温発振特性の評価を
行った．また InP 基板上に成長した，同様のハイ
メサレーザの特性と比較したのでその結果を報告
する． 

実験方法 

MOVPE 法を用いて InP 基板上に GaInAs / InP / 

GaInAs を成長し，GaInAs 層及び InP 基板をエッチ
ング処理することで InP 薄膜を得た．また，Si基板
は表面の自然酸化膜及び有機的不純物を除去する
べく HF 及び NH4OH:H2O2:H2O 溶液による洗浄を
行った．そして， InP 薄膜と Si 基板の表面を
H2SO4:H2O2:H2O溶液にて-OH基終端した後に接合，
窒素雰囲気下で 400℃加熱することで InP/Si基板を
作製した．その後，この基板上に MOVPE法を用い
て 1.5m 帯 GaInAsP-InP のダブルヘテロ構造を結
晶成長した．成長温度は 650oC，成長圧力は 60Torr

とした．そして，コンタクト層と p-クラッド層、活
性層をエッチングすることで，電流狭窄効果を狙っ
たハイメサ構造を作製した．最後に，基板の p 側，
n 側両面に電極形成を行い，へき開処理によってレ
ーザ構造を得た．図 1 にその構造図を示す． 

結果と考察 

今回作製したレーザの室温パルス発振 I-L特性を
図 2 に示す．図 2 はパルス幅 0.5μsec，デューティ
比 0.05％の電流注入を 15℃の室温状況下で行った
ものである．ハイメサ領域の寸法は約 300x 6 μm2で
あり，発振閾値電流値は約 186mA と得られた．ま
た，別の素子での発振スペクトル特性を図 3 に示
す．発振波長は約 1450nm であることを確認した． 
また InP 基板上に成長し，同様のハイメサ構造

のレーザの発振閾値電流値との差を温度ごとに比
較検討した． 
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図 1：成長構造図 

図 2：I-L特性   

図 3：発振スペクトル 

0 50 100 150 200 250
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

P
o

w
e
r 

(m
W

)

Current (mA)

T=15oC

Pulsed

Ith=186mA

第79回応用物理学会秋季学術講演会 講演予稿集 (2018 名古屋国際会議場 (愛知県名古屋市))20a-PB4-2 

© 2018年 応用物理学会 03-388 3.13


